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Tentamen i

ETI 146 Elektronik for E2

den 25 maj 2012 kl 8.30-12.30

Larare: Bill Karlstrom ankn 5749 mob 0706244488.
Karl-Johan Fredén-Jansson ankn 1783.

OBS! Uppgifterna dr numrerade utan hinsyn till svarighetsgrad. Lis igenom hela tentan innan du
borjar 16sa nagon av uppgifterna.

Approximationer och forenklingar skall motiveras

Losningarna anslas efter skrivningens slut pa kursens hemsida.
Resultat med kod och tid for granskning anslas pa kursens hemsida senast
mandagen den 11 juni kl 15 pa kursens hemsida.

Tentamen bestar av sex uppgifter som vardera ger maximalt 3 eller 4 podng. For godkénd tentamen
fordras 9.5 poédng. Betygsgréanser: 9.5-13.5 p ger 3, 14-17 p ger 4, och 17,5-21 p ger 5.

Tillatna hjilpmedel: Tabellverken Beta p och CRC Standard Mathematical Tables samt bifogad
formelsamling. Godkind riikknare". Dessa dr: CASIO FX 82, TEXAS TI30, SHARP EL531.

OBS! Glom ej att tydligt skriva namn och personnummer pa varje sida samt
noteringarna pa forsittsbladet.

Lycka till!
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For en transistor i en TO220-kapsel &r angivet virdet Rypjc =2°C/W  Tjpax =150°C.

Pa kapseln sitter en kylare med termiska resistansen Ry, till omgivningen. Transistorn

kommer att sitta i en krets ddr omgivningstemperaturen #r maximalt 40°C . Bestim Ry, sa
att transistorn tal forlusteffekten 16W.

Kylaren har god termisk kontakt med kapseln sa att Ry =0°C/W . 05p

. Vad ir skélet for att spinningen Over en resistor i en spanningsdelare sjunker nir
frekvensen okar? Forklara med utgangspunkt fran resistorns ekvivalenta schema. 0.5p

. For spanningen u; i schemat nedan giller 12V <uq <20V . Zenerdioden tdl maximalt 4W .

Bestdm minsta tillatna virde pa R.

For zenerdioden giller diagrammen nedan. Ip
I
I
o z/\NU
— P11 ) o1y u ‘
D R 0,7V
WAL
Z/\ iy
Namn en fordel med ett klassAB-steg jamfort med ett klass A-steg 0,5p
Vad menas med Slew Rate hos en operationsforstirkare? 0,5p

For en sinusoscillator om svinger med frekvensen 100Hz giller att slingforstarkningen ar

a-S
T(s)=————~——. Besti h b. 1
)= 51005 4 p) Pestim aoc P
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2. Bestidm uttryck for Hut och Ri,, for kretsen nedan. 3p
Uin
OP:n fér betraktas som ideal.

3. Berikna CMRR f{or differentialforstarkaren

I schemat t.h. +E
For transistorerna antas gilla:
T, To: gm=8mA/V
Inverkan av 6vriga parametrar forsummas. Ro Ro
E=15V, Rp= 10 kQ, Rs= 6,8 kQ.
T, T, ;|

i "

o -E

c +O

ut

Ol
—QO

4. Bestam R sd att stegsvaret for forstirkarsteget enligt figuren blir sa snabbt som mojligt och
dessutom Oversvingningsfritt. Beridkna sedan forstiarkarens stigtid. Antag ideala
operationsforstirkare.

R=10kQ C=4,7nF.

!
I = -l-J)

—O




Elektronik 120525

5. Bestdm verkningsgraden och transistorforlusterna for effektsteget da 10W utvecklasi Ry .

Insignalen &r sinusformad. Bestim dven maximalt mojlig effekti Ry .
E=12V R, =4Q

Effektutvecklingen i R och dioderna far forsummas.

For transistorerna géller att Ucg min =0 V.

6. Schemat visar en s.k. stromféljare (Common Gate).
C1,C, och Cg far betraktas som kortslutningar vid aktuella frekvenser.

a. Bestim R;, samt Hut ga &m =10mA/V Rg=3,3kQ Rp =4,7kQ.

Uin
b. Latnuidven Cgs =50pF och Cgq =4pF.
Bestam forstiarkarens ovre griansfrekvens.

+E

3p

4p
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Formelsamling

Elektronik for E2 2012

Frekvens och tidsegenskaper

¢ Grinsfrekvens "3 dB frekvens' H (a)

Ovre gransfrekvens: o eller f;
n st lika poler f fsror = fi V2" -1

1 ' 1 1
fstot 1 12

Undre grinsfrekvens: o, eller f,

n st olika poler

n st lika poler f; Jfutor = m

¢ Tidsegenskaper

Stigtid: ~ Bestdms av 6vre grinsfrekvensen z, - fy = 0.35

AL 00%. dir

TTOT 7TOT

Pulsfall: Bestidms av undre grinsfrekvensen P, = =0 +...+ 0,

Aterkoppling
e Total forstarkning, déar 7= slingforstdarkning
F F

Ff: = —
14+ BF 1-T

A

s2+s'2k6()0+a)02

; k=1 for kritisk ddimpning
IT|=1da £T =0 eller |fF|=1dd £BF =-180°

e 2:aordn. system

e Villkor for oscillation

Diod

;o IS (eVD/”VT _

¢ Diodekvationen ' 1) diar Vr=kT/q =25 mV vid rumstemp.

_ (T,~T)/10 A .
Iy, =152 och 2D — _o2mvy°C

¢ Temperaturberoende
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MOS transistor

e Storsignalmodell, iG=0
Strommittnadsomradet

Triodomradet

e Smasignalmodell laga frekvenser

9

d

[ WE— 0}

+ +
Vgs gmvgs rO Vds

o 5

S
G =N2K| v
¢ Smasignalmodell hoga frekvenser
[ ]

g ng d
+© °+
Y _L \%

== d
gs Cgs OTVA $> [ s
S
_8nm
Cgv - "%y
a)T
e Millers teorem
Cyy=C,(=k), C,,=C,, % déir k=4
v

Bipolar transistor:

Storsignal: iC=[3.iB, vee= Eg (Ille), -Eo (PHP)

e T -schema: gm:| Ic | /I Vr=40e | IC| , T = P/gm, 1o = Va/lc
Effekt
T,-T,=Fh-0, dir®

I-u
P.= —2 cosd

ja dr den termiska resistansen (°C/W).

For sinushalvperiod



